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1．はじめに 

 希土類系高温超伝導線材では、結晶粒界における Jc低

減の影響を避けるため、面内配向度の高い基板が求めら

れる。既にが 4程度の長尺配向基板がイオンビームア
シスト蒸着（IBAD）法により得られるに至っているものの、
更なる基板の高配向化が磁場中 Jc の向上にどの程度有

効であるかは明らかとなっていない。

本研究では、面内配向度 1.98°を有する高配向基板
上に作製した GdBa2Cu3O7-δ線材の磁場中臨界電流特性

について詳細に調べるとともに、従来線材との比較を行い、

高配向基板の有用性について検討を行った。

2．実験 

 線材作製に用いた基板は、IBAD 法で作製された中間
層に CeO2 を蒸着したもので、CeO2 の面内配向度は
1.98°であった。同基板上にパルスレーザ蒸着法で膜厚
1.5m の GdBa2Cu3O7-δ（GdBCO）超伝導膜を形成してい
る。77K、自己磁場における 1cm 幅での臨界電流 Ic値は

565A であった。同線材をマイクロブリッジ形状に加工し、
磁場中臨界電流特性の詳細測定を行った。

3．実験結果及び考察 

Fig.1 に実験により得られた Jc の温度・磁場依存性を示

す。また、比較のため、従来の標準的な IBAD 基板上に
PLD 成膜を行った 600A 級 GdBCO 線材（点線）と、
BaHfO3（BHO）人工ピンを導入した GdBCO 線材（破線）
の特性も載せている[1,2]。同図に示すとおり、高配向基板
上の線材では標準的な IBAD基板上の線材に比べて、高
い磁場中 Jc値が得られている。更に、温度、磁場によって

は BHO を導入した GdBCO 線材を凌駕する Jc値が得ら

れていることが明らかとなった。特性向上の機構を調べる

ため、電界－電流密度特性より Jcの統計分布を求めた結

果を Fig.2 に示す。高配向基板では Jc分布の最頻値は、

ピンを導入していない GdBCO 線材（点線）とほとんど変わ
らないものの、分布の最小値が上昇していることが分かる。

すなわち、均一性の向上に伴ってデピニングに対するパ

ーコレーション閾値が向上し、磁場中 Jc値が向上したと考

えられる。

 以上の結果は、基板の高配向化が磁場中臨界電流特

性の向上に有効であり、が 4程度の現在の配向基板に
おいても更なる改善の余地があることを示している。
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Fig.1 Jc-B-T characteristics in B//c 
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Fig.2 Statistical distribution of Jc in 3T at 77K 
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